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Abstract 

현재 전기 전자 산업에서 폭넓게 사용되고 있는 Silicon material의 경우, 낮은 가격으로 고순도

의 Silicon을 제작할 수 있고 150mm부터 450mm까지 다양한 Size로 단결정 (Single Crystal)을 성

장시킬 수 있다는 장점 때문에 반도체 산업에서 널리 사용되고 있다. 

 

특히 Silicon wafer의 경우, 1916년 Czochralski에 의해 처음으로 단결정 성장 방법이 개발된 이

후, 1982년 Vladimir V. Voronkov에 의해 점 결함의 거동 (behaviors of point defects, vacancies and 

self-interstitials)이 이론적으로 확립되면서 급속도로 그 사용 빈도가 높아지기 시작하였다. 이러한 

Silicon wafer의 제작 방법은 크게 Ingot을 성장시키는 growing process와 얇은 원판 형태로 가공

하는 wafering process로 나뉘어 설명할 수 있다. 

 

본 강의에서는 Silicon ingot을 성장시키는 growing process와 Wafer의 형상 제어를 목적으로 하

는 shaping process, Wafer 표면의 경면을 목적으로 평탄도를 제어하는 Polishing proces, 마지막으

로 청정도 제어 목적의 Cleaning process를 포함하는 wafering process 설명을 통해 전반적인 

wafer 제조 process에 대한 이해를 높일 예정이다. 

 

또한 Silicon wafer의 metrology 를 Crystal, Surface, Electrical, Contamination 관점에서 설명함으

로써 분석 방법 및 영역에 대한 포괄적 이해를 돕고자 한다. 


